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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКИХ 

ПЛЕНОК ОКСИДОВ ЦИНКА И ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ИХ ОСНОВЕ КРЕМНИЯ. 

Юсупов Ф.Т 

 

Аннотация. Оксид цинка (ZnO) привлек значительное внимание различных 

исследовательских групп во всем мире. Благодаря своей прямой широкой запрещенной зоне 

(Eg⁓3,3 эВ при 300 К) и большой энергии связи экситона ⁓60 мэВ ZnO является перспективным 

материалом для изготовления синих и ультрафиолетовых светодиодов и лазеров, работающих 

при высоких температурах и экстремальных излучениях, условиях [1-6]. Кроме того ZnO 

широко используется в электроакустических приложениях из-за большой константы 

электромеханической связи, при изготовлении варисторов и прозрачных электродов для 

солнечных элементов.  

Методика и результаты эксперимента. Для 

снятия ВАХ тонких пленок ZnO и гетеро структур 

полученных на основе n-Si использована. При снятии 

ВАХ гетероструктуры помещались экранированную 

измерительную ячейку в термостате, который позволяет 

получать стабильную температуру в пределах от 

комнатной до 300 0С. Контакт с верхним никелевым 

электродом образца, осуществлялся микро-зондом, 

расположенным на микроманипуляторе внутри 

термостата.  

В целях определение механизма проводимости в 

Ni-ZnO и создания на их основе гетерпереходы 

со структурой типа Ni-ZnO-n-Si-Ni и исследованы их 

вольт-амперные характеристики (ВАХ). Пленки ZnO 

нанесены на подложки из n-Si методом термического 

испарения металлического Zn на воздухе. Температуру тигель варьировали в пределах 80-

450℃. Скорость формирования плёнок при температурах испарения составила 10-15 Å/с. 

Вычисленные значение удельных сопротивлений плёнкой ZnO из линейных участок ВАХ 

Рис.1. ВАХ структуры Ni-ZnO-n-Si-Ni 

для кристаллической пленки в прямом и 

обратном направлении тока. 
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составляют 108÷109 Ом.см., что делают их весьма перспективным материалом для 

диэлектрических покрытый.  

 Для исследования ВАХ подготовленные таким образом структуры Ni-ZnO-n-Si-Ni 

помещались в экранированную измерительную ячейку, в которой контакт с верхними 

никелевыми пленками осуществлялись микро-зондом, расположенным на 

микроманипуляторе.  Ячейка находилась в термостате, который позволяет получить 

стационарную температуру от комнатной до 470 К. 

Механизм электропроводности в тонких 

поликристаллических пленках удобно изучать, 

анализируя поперечную проводимость плёночных сэндвич 

структур. Как известно, при поперечном токе через пленку 

влияние межкристаллитные областей снижается, если 

толщина пленки порядка размеров кристаллитов, и тем 

самым условия эксперимента приближаются к идеальному 

случаю тока в монокристалле. 

Исследование морфологии поверхности и толщины 

исследуемых образцов осуществлялось методами атомно-

силовой микроскопии на АСМ НТ-206 (ОАО 

«Микротестмашины», г.Гомель, Беларусь) и стандартный 

кремниевый кантилевер NSC-11 (Микромаш, Эстония) с 

жесткостью консоли 3 Н/м и радиусом закругления острия 10 

нм. 

В ходе работы зонд устанавливался в держатель, 

настраивалась система детектирования, далее исследуемый 

образец размещался на предметном столике. Измерение 

проводилось в статическом режиме работы АСМ путем 

подвода исследуемой поверхности к зонду с использованием программы SurfaceScan. Для 

данного образца сканирование проводили в области 10, 5, 3 и 1,5 мкм.            

Результаты исследования морфологии поверхности и толщины тонких пленок, в том числе 

и в 3D изображении, показаны на рис. 2.  

Рисунок 2– АСМ-изображения поверхности пленок ZnO  а,б -  в поле 10 мкм2и 3 мкм2 

соответственно 

Результаты определения шероховатости приведены в табл. 1. 
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Рис.2 АСМ-изображения 

поверх-ности пленок ZnO   
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TERMIK BUG'LANISH NATIJASIDA OLINGAN CdSe YUPQA PARDALARINING 

TUZILISHI VA OPTIK XUSUSIYATLARI 

V.T.Mirzayev, B.K.Tuychibayev  

 

 Annotatsiya. Kadmiy selenid qotishmasi (CdSe va CdSe:Ga) vakuumli kvarts naychasida 

bosim ostida (1333,224 Pa) muvaffaqiyatli ishlab chiqarilgan. CdSe (kukun) qotishmasining tuzilishi 

rentgen diffraktsiyasi (XRD) bilan tekshirildi va polikristalli (olti burchakli) strukturaga ega ekanligi 

aniqlandi. CdSe va CdSe-Si: yupqa pardalar shisha va kremniy tagliklariga termik bug'lanish orqali 

qo'llanilgan. Ushbu turdagi tadqiqotlarning maqsadi termik bug'lanish natijasida olingan CdSe va Ga 

qo'shilgan sof pardalarning ultrastrukturaviy morfologiyasi va optik xususiyatlarini aniqlash edi.  

 Kalit so’zlar SEM, AFM, yutilish koeffitsienti, rentgen diffraktsiyasi, polikristall, termik 

bug'lanish, optik xususiyatlar, ultrastrukturaviy morfologiyasi. 

 Kirish: Yutilish koeffitsientlari katta, xona haroratida 1,74 eV ga teng taqiqlangan zonaning 

optik kengligi va yuqori yorug'lik sezuvchanligi tufayli kadmiy selenidi (CdSe) II-VI yarimo'tkazgich 

birikmalariga ega bo'lgan yupqa pardalar uchun istiqbolli materialdir. [1,2]. Odatda CdSe n-tipidagi 

material bo'lib, ularni fotoo’tkazgichlar [3], quyosh elementlari [4,5], yupqa pardali tranzistorlar [6], 

gaz sensorlari [5,6] sifatida ishlatishga qiziqish bildiradi. CdSe yupqa pardalarini ishlab chiqarish 

uchun termik bug'lanish usuli [6] usulidan foydalanilgan. 

 CdSe va CdSe: Ga ning to'rtta namunasi (1) jadvalda ko'rsatilganidek, 0, 1, 3, 5% qotishmada 

to'g'ridan-to'g'ri atom nisbati bilan yuqori darajada tozalangan, bazaviy bosim (10-2 Pa)da vakuumli 

kvarts ampulada saqlanadigan Cd va Se ni to'g'ridan-to'g'ri aralashtirish orqali tayyorlangan. 

Lampochkalar pechda 1200°C haroratda doimiy isitish tezligi 50°C/min. besh soat davomida 


